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1. INTRODUGCAO

Uma das fungdes l6gicas de maior utilizagdo em circuitos aritméticos € a
fungao ou-exclusivo (XOR) (FLOYD, 2007). Circuitos aritméticos sao utilizados em
diversos tipos de aparelhos digitais, no processamento digital de sinais, como
microcomputadores, tablets e celulares (TOCCI, 2007). A busca por melhores
resultados no desenvolvimento de topologias para fungdes ldgicas, resulta na
ampla oferta de topologias na literatura que utilizam diferentes arquiteturas de
implementacgéo e diferentes quantidades de componentes em seus circuitos. Este
trabalho tem como objetivo reunir diferentes implementacdes de fungdes légicas
XOR e verificar a sua eficiéncia em nivel logico.

2. METODOLOGIA

Admitindo que uma Tabela Verdade (TV) € uma tabela matematica
utilizada na légica, especificadamente em algebra Booleana, fungdes Booleanas,
e no calculo de expressdes logicas funcionais em cada um de seus argumentos
funcionais, ou seja, em cada combinagao de valores tomados pela suas variaveis
l6gicas (ENDERTON, 2001), esta pode ser utilizada para validagdo logica de
determinada funcgao.

Neste estudo € verificada a validagdo logica de diferentes topologias de
fungdes logicas XOR, a qual possui representacao grafica e TV com seu devido
funcionamento conforme a Figura 1, sendo na TV identificado o nivel l6gico baixo
como ‘0’ (zero) e nivel l6gico alto como ‘7’ (um).

Conhecida como ou-exclusivo ou disjungdo exclusiva, esta fungédo logica
compara dois operandos de entrada, A e B respectivamente, e impde na sua
saida (S) nivel légico alto, se e somente se, apenas um dos dois operandos
estiver em nivel l6gico alto, caso contrario tal saida tera nivel I6gico baixo.
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Figura 1 — Representagdes da fungdo XOR: (a) Simbologia e (b) Tabela Verdade
Na Figura 2 sdo apresentadas as diferentes topologias da porta XOR

encontradas na literatura, dentre estas estdo presentes arquiteturas de
implementagcdo CMOS (Semicondutor complementar de metal 6xido, do inglés:
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Complementary Metal Oxide Semiconductor) e CPL (Logica de transistor de
passagem complementar, do inglés: Complementary Pass transistor Logic).
Muitas outras topologias também foram encontradas na literatura, como por
exemplo: (GOEL, 2006) e (WANG, 1994), contudo sdo baseadas nas topologias
apresentadas na Figura 2. A validagao légica do funcionamento destas foi obtida
através da implementacdo e simulagdo com a versdo académica do programa
DSCH ver.3.5.11 (MICROWIND).
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Figura 2 - Topologias portas XOR verificadas (a) CMOS (CHANDRAKASAN,
1995), (b) CPL (CHANDRAKASAN, 1995), (c) MVT (DHAR, 2014), (d) CMOS*
(CHANDRAKASAN, 1995) e (e) mista (FONSECA, 2011)

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

Na Figura 3 sdo apresentadas as saidas (via TV) das topologias da Figura
2, sendo possivel verificar que a implementagdo MVT (item (c) da Figura 2) n&o
apresenta funcionalidade para toda a TV. Quando as entradas A e B, recebem
respectivamente ‘7’ (nivel légico alto) e ‘0’ (nivel légico baixo), é esperado
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conforme comportamento desta fungao ldgica, que na sua saida (S) esteja o nivel
l6gico alto (‘71°), no entanto nivel l6gico baixo (‘0’) é encontrado.

A B| s1 A B| S2 | s2

0 0| O 0 0| o | 1

0 1] 1 0 1| 1 | o

1 0| 1 1 0| 1| 0

1 1| 0 1 1| 0 | 1

(a) (b)

A B| s3 A B| s4 A B| S5
0 0| O 0 0| O 0 0| O
0 1] 1 0 1| 1 0 1] 1
1 0| O 1 0] 1 1 0] 1
1 1| 0 1 1| 0 1 1| 0

(c) (d) (e)

Figura 3 — Tabelas verdade das topologias de fungdo XOR apresentadas na
Figura 2; (a) CMOS, (b) CPL, (c) MVT, (d) CMOS* e (e) mista

4. CONCLUSOES

Este trabalho analisou cinco topologias distintas de fungbes XOR,
comparando-as no programa de simulagao DSCH versao académica, e obtendo a
TV de cada implementagdo. Como mostrado nem todas as topologias da literatura
apresentam boa funcionalidade, desta forma é visto a importancia da simulagéo
de uma topologia desejada para uma utilizagdo em um sistema digital.

Das topologias analisadas, a topologia (c) da Figura 2 nao apresenta
funcionalidade completa. Para melhor diferenciacdo e analise das topologias, um
estudo de simulagcdo analdgica sobre os circuitos apresentados € indicado como
seguimento a este trabalho.
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